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バンド反転に起因したギャップレス状態を持つトポロジカル絶縁体では、バルクや薄膜を用い

た多様な研究が展開されている。特に、HgTe/(CdHg)Te や InAs/GaSb 量子井戸構造の 2 次元トポ

ロジカル絶縁体の場合には、一次元エッジ状態を実現して量子化スピンホール効果を示すことが

報告されており[1,2]、また、ビスマスカルコゲナイドを中心とする 3 次元トポロジカル絶縁体の

場合には、絶縁体的なバルク状態に加えて金属的な表面ディラック状態を有することが明らかと

なっている[3]。トポロジカル絶縁体を用いて上記の特異なギャップレス状態の物性研究を展開す

るためには、フェルミ準位の制御技術開発が重要であり、近年バルク高抵抗な物質の探索[4]や電

界効果型素子特性の向上に関する研究が競争的に行われている。 

本講演では、トポロジカル絶縁体の薄膜化研究における最近の進展を紹介し、スピントロニク

ス分野におけるトポロジカル絶縁体物質群の活用可能性や将来展望について概観する。特に、我々

が扱っている 3 次元トポロジカル絶縁体の一つである(Bi1-xSbx)2Te3薄膜の研究を例として、バルク

絶縁性の向上や表面ディラック状態の量子化伝導について、薄膜作製技術や、量子ホール効果の

観測[5]、磁性不純物としてクロム添加した試料での量子化異常ホール効果[6,7]を紹介する。また、

スピントロニクス分野との関連で活発に研究されている大きなスピンホール角[8]についても概観

し、トポロジカル絶縁体の有するスピン偏極した表面ディラック準位の活用可能性について検討

する。 
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